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【最近の取組】

１９９０年代からワイドバンドギャップ半導体のデバイス応用を目指して開始

２０００年代からＳｉＣ（炭化ケイ素）の実用化を目指して展開

【目下の取組】

 次世代パワーエレクトロニクス技術開発プロジェクト (H22年度～)
•ＳｉＣデバイスの本格的な実用化を目指して要素技術開発を実施
•主にＳｉＣ大口径・高品質６インチウェハの量産技術開発、中耐圧(３.３ｋＶ級)の電力変換器開発と高耐
熱モジュールのための基盤技術を開発中

【これからの取組】

 用途展開をより見据え「次世代パワーエレクトロニクス技術開発プロジェクト」の規模（
予算・期間）を拡充し、応用開発を中心に実施予定（H26年度～）

 ＳｉＣに加え､Ｓｉ（ケイ素）､ＧａＮ／Ｓｉ*と材料に関するフォーカスを広げ､これまでの基板
開発からデバイス･モジュール･システム開発に重点をシフト

＊Ｓｉ基板にＧａＮ（窒化ガリウム）を成膜したもの

 ＳＩＰ（戦略的イノベーション創造プログラム）をハブとして文部科学省をはじめとする関
係府省との連携を議論中

経済産業省でのパワーエレクトロニクスに関する取組



○ パワーエレクトロニクスは､半導体で電圧や電流､
周波数を自在に制御し､直流･交流の変換などで電
力損失の低減を図る技術です。鉄道や家電など多
くの分野で用いられており､それらは今後も大きな
成長が見込まれます｡

○ 本事業､高電圧で使用でき､耐熱性の高い新材料Ｓ
ｉＣ（炭化ケイ素）を用いたパワー半導体の基板
の高品質化やデバイスの開発などの要素技術開発
を行います。

○ 加えて､ＳｉＣパワー半導体の製造プロセスの高度
化や､自動車､鉄道などの用途展開を踏まえ､パワー
半導体を組み込んだパワーエレクトロニクス装置
の最適化やその信頼性評価技術等の応用開発を行
います。

次世代パワーエレクトロニクス技術開発プロジェクト
４５．０億円（１９．８億円）
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年
度 2010 2011 2012 2013 2014 2015～2019

【参考】次世代パワーエレクトロニクス技術開発プロジェクトの取組
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拡充テーマ

(3)エピ成長技術

(1)結晶成長技術

(2)ウェハ加工技術

(4)高電圧デバイス技術

【最終目標】
昇華法では､直径 6 インチで下記を達成
①転位密度 103個/cm2以下及び
②転位密度 5×103個/cm2以下と成長速度 0.5 mm/h以上の両立

ガス法又は液相法では､直径 2 インチ・20 mm長の結晶を実現し、昇華法に対する技術優位性を示す。【目標】
量産化基盤技術を整備し､ 6 インチインゴットで転位密度 1×104

個/cm2以下又は､成長速度 0.25 mm/h以上かつ転位密度
5×104個/cm2以下の基盤技術の確立。(5) 量産化基盤

【最終目標】
直径 6 インチ結晶を対象に､300 μm/分など仕様を満たす高速・多数同時切断を実現し､インゴットから
Rms=0.1 nmの超平坦化でまで 24時間で完了する技術を実証。

【目標】
ダイヤモンドマルチワイヤーソーのワイヤー速度 4,000 m/min な
ど未踏の目標を実現するほか､切断､研削､粗研磨､仕上げ研磨の
各工程の能力限界等のデータを蓄積。

【最終目標】
大口径化に向けて､ 6 インチ・3枚以上の同時エピ成長で所定の均一性と品質を達成。高耐圧化に向けて､
100 μm/h以上の高速成長と所定の均一性を品質を確保。

【目標】
耐圧 3.3 kVの SBDを早期に開発し､Si-IGBT と組み合わせ
て 1,000 A級モジュールを早期に試作・動作実証。

【最終目標】
耐圧 3 kV以上でオン抵抗 15mΩcm2以下の MOSFETを実現し､耐圧 3 kV以上のデバイスを用いた
MVA級電力変換器で Si 比 50%以下の損失を実証。

【目標】
800 ℃までイオン注入が可能なイオン注入装置､熱処理温度 1,800 ℃以上
の活性化熱処理装置等を開発。

(7)モジュール検証

(8) プロセス装置開発

(6)加工要素検証

【最終目標】
使用時の耐熱温度 250℃､-40～250 ℃の温度領域における静電容量や抵抗値の変動が± 10 % 以下
のスナバコンデンサやスナバ抵抗等を試作し､各実装部品間の相互の影響を検証。

(9)高耐熱部品統合パワーモジュール化技術開発

ＳｉＣ半導体
に関するもの

ＳｉＣに加え､Si や GaN on Siに材料
のフォーカスを広げ､デバイス･モ
ジュール･システム開発に重点をシフト

【目標】
開発した成果による本格的な事業化



開発項目(1)ＳｉＣ結晶成長技術

開発項目(4)ＳｉＣデバイス技術

【参考】 次世代パワーエレクトロニクス技術開発プロジェクト これまでの成果

開発項目(1)ＳｉＣ結晶成長技術 開発項目(2)
ＳｉＣウェハ加工技術
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